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Resumo:

Refratarios de carbeto de silicio ligado por nitreto de silicio (reaction-bonded
silicone nitride — SiC, RBSN-SIC) sao os mais difundidos e aplicados refratarios
covalentes, com um mercado mundial estimado em 60 mil ton/ano. Apresentam
propriedades e caracteristicas Unicas como alta resisténcia mecanica, a fluéncia,
a oxidacao e elevada tenacidade a fratura, mesmo em altas temperaturas, sendo
aplicados na metalurgia de nao-ferrosos, como aluminio, e cobre, na siderurgia,
em incineradores e como mobilias para fornos. No processo RBSN-SiC ocorre,
durante a sinterizacao, a nitretacao do p6 de silicio disperso na matriz de
carbeto de silicio, etapa que determina as propriedades e caracteristicas do
produto obtido. Neste estudo foram avaliados alguns parametros de
processamento, como as condi¢des de cominuicao do p6 de Si, (tamanho de
particulas, oxidacao superficial) e alteracao nas condigdes de sinterizacao
(tratamento térmico e atmosfera), buscando com isso, interferir nas condi¢oes
para a nitretagdo, e consequentemente nas propriedades do refratario. A



cominuigao foi realizada em moinho de alta energia, sob diferentes tempos e
rotacdes, e com a adicdo de pequenos teores de grafeno ou grafite, buscando
proteger a superficie das particulas contra a oxidacdo. Ja na sinterizagéo, a 1450
°C, com taxa de 5 °C/min, em um forno tubular sob fluxo de nitrogénio, avaliou-
se patamares intermediarios de temperatura e a presenca de grafite envolvendo
os corpos de prova, simulando uma atmosfera redutora do O2 residual. As
amostras foram analisadas quanto a densidade e porosidade aparente (método
de Arquimedes), variacao de massa, as fases presentes (DRX), microestrutura
(MEV), a resisténcia mecanica (resisténcia a flexao biaxial). Foi possivel avaliar
gue os parametros estudados interferiram nas propriedades e caracteristicas
dos refratarios, podendo-se relaciona-los ao ganho de massa (incorporacao do
N2, nitretagdo do Si), a densidade aparente e a resisténcia mecanica, atingindo-
se, por exemplo, um incremento de 30% na resisténcia a flexao biaxial.
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